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摘要  由于在研究SiC晶体缺陷对器件性能的影响的过程中，表征材料缺陷的常用的方法是破坏性的，因此寻找

一种无损的测试方法对缺陷进行有效的表征显得尤为重要。基于阴极荧光(CL)的工作原理对4H-SiC同质外延材
料的晶体缺陷进行了无损测试研究。结果发现利用阴极荧光可以观测到晶体内部的堆垛层错、刃位错和螺位错以

及基面位错，其阴极荧光图中的形貌分别为直角三角形、点状和短棒状。因此该方法成为SiC晶体缺陷的无损表
征时的一种有效的测试方法。如果利用该方法对材料的衬底和外延层缺陷分别进行观测就能建立起衬底和外延层
缺陷之间的某种联系，另外对器件工作前后的缺陷进行表征，建立器件工作前后缺陷之间的联系，就可以进一步
地研究材料缺陷对器件性能影响的问题。  
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